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MICRO-PATTERNING OF GRAPHITE BY LITHOGRAPHYIC METHOD 
 
傅 建煒 





Graphene has excellent properties such as high electron mobility and high thermal conductivity, and is 
expected to be applied to next-generation semiconductor devices such as catalysts and sensors. However, since 
graphite, which is the mother material of graphene, is difficult to microfabricate, there have been few studies using 
the large amount of sample of micro-patterned graphite in well-defined manner have been studied so far, even 
though the size and shape have a great influence on the electrical properties and catalytic activity of graphene. In 
this study, in order to establish a large-scale production of micro-patterned graphene / graphite samples, we 
attempted to microfabricate graphite by using lithographic method by patterning on highly oriented pyrolytic 
graphite (HOPG) in view of optimization of materials and fabrication method for mask of the lithographic process. 





















へき開法によってグラファイト試料である HOPG(10 × 
10 × 2 mm)に極めて平坦な表面を作製し，カーボンテープ
を用いて SiO2 (285 nm) / Si 基板上に固定した． 
2.2 TEM グリッドマスクと Si片マスク 
Cu 製 TEM グリッドと Ni 製 TEM グリットおよび SiO2 
(285 nm) / Si ウェハ片をマスクとして，HOPG表面上に固
定して，ICP プラズマエッチング装置(RIE-101iPH，サムコ
製，ICP100 W，Bias50 W，O2 flow 0.5 sccm)を用いて酸素
プラズマエッチングを行った． 
2.3 Au マイクロパターンマスク 
スピンコーターでレジストを HOPG表面に塗布し，電子
線描画装置 EB(ELS-7500, Elionix)により直径 3 µm の円が
ピッチ 10 µm 間隔で配列した 1 mm 四方の穴状パターン
を形成した後，真空蒸着装置により，Au を 50 nm 試料表
面に蒸着した．最後にアセトンを用いてレジストを除去し，
HOPG表面に Au のマスクパターンを作製した．Au マスク
の形成した HOPG を 2.2と同じエッチング装置を用いて，










3.1 TEM グリッドとシリコン基板 






マスクは 2 h 以上のエッチングにおいても変化が生じず，
酸素プラズマに対して十分な耐性があることがわかった．  
3.2 Au マスク 








Fig. 1 Etching time dependence of Au composition 
 











間の関係を Fig. 3 に示す．2.3 に示したエッチング条件
の下での，グラファイトと Au の平均エッチングレートは
それぞれ 0.7, 0.28 nm / min と見積もられた．マスクと加工
対象のエッチングレートにある程度の差があることから， 
 
Fig. 2 Etching time dependence of etching rate 
Auをマスク材として用いて数 100 nm厚のグラファイトパ
ターニングは可能であることがわかった．実際，Au マス
クを用いた 10 h のエッチングにより高さ約 240 nm のグラ
ファイトマイクロパターンが得られた(Fig. 4)． 
  




Fig. 4 SEM image of microfabricated graphite 
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